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Sekil 1. DO-CCII sembolii

Cift c¢ikish ikinci kusak akim tasiyict (DO-CCII) elemani sematik olarak Sekil-1 'de
gosterilmistir. Eleman CCII yapisindan tiiretilecektir. Elemanin tanim bagintilar1 matrisel
olarak

Vv, 01 0 0],
i,| (00 0 0f]|v,
il [1 00 offlv,
i, k0 0 Offv,

seklindedir. Bu bagmtida k = 1 alinirsa DO-CCII+ elemani, k=-1 alindiginda ise DO-CCII-
elemani tanimlanmaktadir. DO-CCII+ elemaninda her iki z ¢ikis1 da ayni1 fazda isaret verirler,
DO-CCII- elemaninda ise bu iki ucun isaretleri zit yonlii olurlar. Bu elemanlar bipolar ve
CMOS teknolojileriyle gergeklestirilebilir.

a- CMOS teknolojisi ile bir DO-CCII elemani tasarlayiniz.

b- Devredeki tranzistorlarin boyutlarin1 ve kutuplama akimlarini belirleyiniz.

SPICE benzetim programi yardimiyla devreyi karakterize ediniz. Bunun i¢in

c- dc gerilim ve akim gecis karakteristiklerini ¢ikartiniz;

d- Kj; = 1,1 /ix ve Kjp = 1,0/ix akim kazanglarinin frekansla degisimini

e- K, = vy/vy gerilim kazancinin frekansla degisimini,

f-y ucundan goriilen giris ve x, z; ve 7z, uglarma iligkin ¢ikis empedanslarinin frekansla
degisimlerini

inceleyiniz

g- Elde ettiginiz sonuglar1 yorumlayiniz.

NOT: Yapilan hesaplari, elde edilen sonuglari, bunlarin yorumunu kapsamh bicimde
iceren bir rapor hazirlanacaktir. Tek numarah 6grenciler DO-CCII+, ¢ift numaralh
ogrenciler DO-CCII- eleman tasarlayacaklardir.
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Sekil. 2. Cok islevli aktif siizgeg

DO-CCII kullanilarak gerceklestirilen cok islevli bir aktif siizge¢ yapist Sekil-2’de
goriilmektedir.( S. Minaei, H. Kuntman, O. Cicekoglu, S. Turkoz, N. Tarim "High Output
Impedance Current-Mode Multifunction Filter Employing CMOS Dual Output CClls and All
Grounded Passive Elements, Proc. The 12th International Conference on Microelectronics
(ICM'2000), pp.83-86, Tehran, Iran, October 31-November 2, 2000). Devrenin
gerceklestirdigi transfer fonksiyonlari

GG, G G

1, _ CC 1, _ C; 1, _ C

ing +£s+GG L s +QS+GG L s2+%s+%
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seklindedir. Siizgeclerin kutup agisal frekansi ve deger katsayist

o= [0 o o1 [GGC
C,C, GS C,

bagmntilartyla verilmektedir. Odev 4’de tasarlaylp gergeklestirdiginiz DO-CCII yapisini
kullanarak

a- f, = 70.7kHz ve deger katsayis1 O, = 0.707 olan bir aktif siizge¢ tasarlaymiz. Eleman
degerlerini belirleyiniz.

b- SPICE benzetim programi yardimiyla siizgecin calisip calismadigini arastiriniz.
Bunun i¢in her ti¢ ¢ikisa iliskin frekans egrilerini ¢ikartiniz; giris isareti genligini adim
adim arttirarak her bir giris degeri icin c¢ikis isaretlerindeki toplam harmonik
distorsiyonunu hesaplatiniz; giris genligini distorsiyonun artmaya baslamadig1 bir
degerde tutarak bagladigimiz yiik direncinin degerinin degistirip ¢ikis genliginin yiik
direnci ile degisimini inceyeyiniz.



Yararlanilabilecek NMOS ve PMOS model parametreleri:

.MODEL nb NMOS LEVEL=2 LD=0.4 4747U TOX=505.0E-1 0

NSUB=1 .35634E 6

+VT0=0.864893 KP=44.9E-6 GAMMA=0.98 PHI=0.6 UO=656 UEXP=0.2 0 2
+UCRIT=1 07603 DELTA=3.53 72 VMAX=1 00000 XJ=0.4U

LAMBDA=0.0 0735

+NFS=1 E NEFF=1 .00 NSS=1 E 2 TPG=1 RSH=9.925 CGDO=2.83588E-1 0
+CGS0=2.83588E-1 0 CGBO=7.968E-1 0 CJ=0.0003924 MJ=0.456300
+CISW=5.284E-1 0 MJISW=0.3 99 PB=0.7 XQC=1

.MODEL pb PMOS LEVEL=2 LD=0.580687U TOX=432.0E-1 0 NSUB=1 E 6
+VT0=-0.944048 KP=1 8.5E-6 GAMMA=0.435 PHI=0.6 UO=27 UEXP=0.2423 5
+UCRIT=2058 .4 DELTA=4.32096E-5 VMAX=33274.4 XJ=0.4U
+LAMBDA=0.0620 8 NFS=1 E NEFF=1 .00 NSS=1 E 2 TPG=-1 RSH=1 0.25
+CGDO=4.83 7E-1 0 CGSO=4.83 7E-1 0 CGBO=1 .293E-9 CJ=0.000 307
+MJ=0.4247 CISW=4.6 3E-1 0 MJSW=0.2 85 PB=0.75 XQC=1



